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Досліджено взаємодію власних електростатичних коливань періодичного  

неоднорідного плазмового середовища ( надгратки ) з моноенергетичним 

потоком заряджених частинок. Властивості пучка та нерухомого плазмового 

середовища визначалися рівняннями гідродинаміки. Показано, що наявність 

періодичності структури обумовлює зв’язок між власними коливаннями потоку 

– хвилями просторового заряду та плазмовими коливаннями структури.  

В роботі визначено механізм беззіткнувального згасання поверхневих 

плазмонів на межі провідних середовищ. Знайдено декременти коливань в 

квантовому та класичному наближеннях. 

При проходженні через провідну пластину моноенергетичного потоку 

нестійкості виникають в залежності від параметрів потоку та твердотільної 

структури. 

Показано, що інкремент  нестійкостей у гідродинамічному наближенні 

значно перевищує інкременти кінетичних нестійкостей. В той же час  в умовах, 

коли довжина напівпровідникової пластини значно менша довжини хвилі,  

нестійкість власних  коливань структури виникає тільки в умовах квантового 

наближення. 

Було одержано дисперсійне рівняння для системи потік заряджених 

частинок – напівпровідникова надгратка в умовах, коли частинки потоку 

проходять крізь середовище з постійною швидкістю. Знайдено власні частоти 

коливань, сформульовано умови розвитку нестійкостей та отримано вирази для 

різних окремих випадків.  

З практичної точки зору в роботі вирішено важливе питання про 

можливість збудження поверхневих коливань в умовах резонансної взаємодії  

хвиль та частинок, коли потік електронів та періодична структура розділені у 

просторі. 

В роботі були проведені кількісні оцінки втрат енергії  наведених струмів 

на збудження поверхневих коливань.  Величина енергії випромінювання 

власних коливань напівпровідникових приладів ( кількісна характеристика 

зворотніх відмов)   складає    Дж87 1010    та знаходиться в межах сучасних 

приймачів  НВЧ -  випромінювання. 

Вибір поверхневих коливань в якості каналу трансформації енергії 

струмів не є випадковим – цей тип коливань локалізований поблизу межі 

напівпровідникового приладу, що визначає ефективність їх взаємодії зі 

струмами,  наведеними зовнішнім випромінюванням.  

  


